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(57)【要約】
【課題】　配線抵抗および配線インダクタンスを低減で
きる半導体装置を提供すること。
【解決手段】　半導体チップ３１，３２と、複数の半導
体チップ３１，３２のいずれにも接合された導電板２２
と、ワイヤ４６と、半導体チップ３１，３２、導電板２
２、およびワイヤ４６を覆う樹脂部７と、を備え、半導
体チップ３１は、互いに同一方向を向く主面電極３１１
，３１２と、主面電極３１１の向く方向とは反対の方向
を向く裏面電極３１３と、を含み、導電板２２は、主面
電極３１１に接合され、ワイヤ４６は、主面電極３１２
に接合され、且つ、半導体チップ３１の厚さ方向Ｚにお
いて導電板２２に重なる部位を有する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機能素子チップと、
　上記複数の機能素子チップのうちの２つの機能素子チップのいずれにも接合された導通
部材と、
　第１ワイヤと、
　上記複数の機能素子チップ、上記導通部材、および上記第１ワイヤを覆う樹脂部と、を
備え、
　上記２つの機能素子チップの一方は、互いに同一方向を向く第１主面電極および第２主
面電極と、上記第１主面電極の向く方向とは反対の方向を向く第１裏面電極と、を含む第
１半導体チップであり、上記導通部材は、上記第１主面電極に接合され、上記第１ワイヤ
は、上記第２主面電極に接合され、且つ、上記第１半導体チップの厚さ方向において上記
導通部材に重なる部位を有する、半導体装置。
【請求項２】
　上記導通部材は、第１導電板であり、上記２つの機能素子チップの他方は、第２半導体
チップである、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記樹脂部から露出しているワイヤボンディング用リードを更に備え、
　上記ワイヤボンディング用リードは、上記第１ワイヤが接合されたパッド主面を有する
パッド部を含む、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　上記パッド主面は、上記厚さ方向において、上記第１裏面電極よりも上記第１主面電極
の配置された側に位置する、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　上記樹脂部は、上記厚さ方向のいずれか一方を向く樹脂底面を有し、
　上記ワイヤボンディング用リードは、上記樹脂底面から露出する実装部を含む、請求項
３または４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　上記実装部は、上記樹脂底面と面一である実装面を有する、請求項５に記載の半導体装
置。
【請求項７】
　上記ワイヤボンディング用リードは、上記パッド部と上記実装部との間に位置する中間
部を含み、上記中間部は、上記樹脂底面に対し傾斜している、請求項６に記載の半導体装
置。
【請求項８】
　上記パッド主面は、上記樹脂底面の位置する側を向く、請求項５ないし７のいずれかに
記載の半導体装置。
【請求項９】
　上記パッド部は、上記パッド主面とは反対側のパッド裏面を有し、上記パッド裏面は、
上記樹脂底面の位置する側を向く、請求項５ないし７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１０】
　上記第２半導体チップは、上記厚さ方向視において、上記第１半導体チップからずれた
位置に配置されている、請求項２ないし９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　上記第１導電板には、上記第１ワイヤの一部が配置された凹部が形成されている、請求
項２ないし１０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１２】
　上記第１主面電極はゲート電極であり、上記第２主面電極はソース電極であり、上記第
１裏面電極はドレイン電極である、請求項１ないし１１のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
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　第２導電板を更に備え、
　上記第２半導体チップは、上記第１主面電極の向く方向と同一方向を向く第３主面電極
と、上記第３主面電極の向く方向とは反対方向を向く第２裏面電極と、を含み、
　上記第３主面電極は、上記第２導電板に接合され、上記第２裏面電極は、上記第１導電
板に接合されている、請求項２ないし１１のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１４】
　上記第２導電板は、上記第３主面電極が接合された第１導電面と、上記第１導電面の向
く方向とは反対方向を向く第２導電面と、を有し、
　上記第２導電面は、上記樹脂部から露出している、請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　上記第１導電面は、上記厚さ方向視において、上記第２導電面からはみ出る部位を有す
る、請求項１４に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　第２ワイヤを更に備え、
　上記第２半導体チップは、上記第３主面電極の向く方向と同一方向を向く第４主面電極
を含み、
　上記第２ワイヤは、上記第４主面電極に接合され、且つ、上記厚さ方向において上記第
２導電板に重なる、請求項１３ないし１５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　第２導電板を更に備え、
　上記第２半導体チップは、上記第１裏面電極の向く方向と同一方向を向く第３主面電極
と、上記第３主面電極の向く方向とは反対方向を向く第２裏面電極と、を含み、
　上記第３主面電極は、上記第２導電板に接合され、上記第２裏面電極は、上記第１導電
板に接合されている、請求項２ないし１１のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１８】
　上記第１導電板は、上記第１主面電極が接合された第１導電面と、上記第１主面電極と
は反対側の第２導電面と、を有し、上記第２導電面は、上記樹脂部から露出する、請求項
１７に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　上記第１導電面は、上記厚さ方向視において、上記第２導電面からはみ出る部位を有す
る、請求項１８に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　第２ワイヤを更に備え、
　上記第２半導体チップは、上記第３主面電極の向く方向と同一方向を向く第４主面電極
を含み、
　上記第２ワイヤは、上記第４主面電極に接合され、且つ、上記厚さ方向において上記第
２導電板に重なる、請求項１７ないし１９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２１】
　上記第１導電板には、上記樹脂部の一部が入り込む孔が形成されている、請求項２ない
し２０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２２】
　上記第３主面電極はゲート電極であり、上記第４主面電極はソース電極であり、上記第
２裏面電極はドレイン電極である、請求項１６または２０に記載の半導体装置。
【請求項２３】
　上記機能素子チップのいずれか一つは、ダイオード、抵抗、もしくはコンデンサである
、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項２４】
　請求項１ないし２３のいずれかに記載の半導体装置と、
　上記半導体装置が配置された配線基板と、
　上記半導体装置および上記配線基板の間に介在するハンダ層と、を備える、半導体装置
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の実装構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置、および、半導体装置の実装構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、種々の電子回路が用いられている。電子回路は、たとえばトランジスタやダ
イオードなどの機能素子チップを複数用いることにより実現されることが多い。機能素子
チップは各々、樹脂により覆われたモジュールとして用いられる。各モジュールは一つの
機能素子チップを含む（たとえば特許文献１参照）。このようなモジュールを用いて電子
回路を構成する場合に異なる機能素子チップどうしを導通させるには、たとえばプリント
基板における配線を経由させる必要がある。
【０００３】
　プリント基板における配線には、配線抵抗および配線インダクタンスが存在する。その
ため上述のようにプリント基板における配線を経由して異なる機能素子チップどうしを導
通させた場合には、プリント基板における配線の配線抵抗や配線インダクタンスが生じる
。配線抵抗や配線インダクタンスは、電子回路における低消費電力化や電子回路の高性能
化を妨げる要因となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－７６１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、配線抵抗および配線イン
ダクタンスを低減できる半導体装置を提供することをその主たる課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の側面によると、複数の機能素子チップと、上記複数の機能素子チップの
うちの２つの機能素子チップのいずれにも接合された導通部材と、第１ワイヤと、上記複
数の機能素子チップ、上記導通部材、および上記第１ワイヤを覆う樹脂部と、を備え、上
記２つの機能素子チップの一方は、互いに同一方向を向く第１主面電極および第２主面電
極と、上記第１主面電極の向く方向とは反対の方向を向く第１裏面電極と、を含む第１半
導体チップであり、上記導通部材は、上記第１主面電極に接合され、上記第１ワイヤは、
上記第２主面電極に接合され、且つ、上記第１半導体チップの厚さ方向において上記導通
部材に重なる部位を有する、半導体装置が提供される。
【０００７】
　好ましくは、上記導通部材は、第１導電板であり、上記２つの機能素子チップの他方は
、第２半導体チップである。
【０００８】
　好ましくは、上記樹脂部から露出しているワイヤボンディング用リードを更に備え、上
記ワイヤボンディング用リードは、上記第１ワイヤが接合されたパッド主面を有するパッ
ド部を含む。
【０００９】
　好ましくは、上記パッド主面は、上記厚さ方向において、上記第１裏面電極よりも上記
第１主面電極の配置された側に位置する。
【００１０】
　好ましくは、上記樹脂部は、上記厚さ方向のいずれか一方を向く樹脂底面を有し、上記
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ワイヤボンディング用リードは、上記樹脂底面から露出する実装部を含む。
【００１１】
　好ましくは、上記実装部は、上記樹脂底面と面一である実装面を有する。
【００１２】
　好ましくは、上記ワイヤボンディング用リードは、上記パッド部と上記実装部との間に
位置する中間部を含み、上記中間部は、上記樹脂底面に対し傾斜している。
【００１３】
　好ましくは、上記パッド主面は、上記樹脂底面の位置する側を向く。
【００１４】
　好ましくは、上記パッド部は、上記パッド主面とは反対側のパッド裏面を有し、上記パ
ッド裏面は、上記樹脂底面の位置する側を向く。
【００１５】
　好ましくは、上記第２半導体チップは、上記厚さ方向視において、上記第１半導体チッ
プからずれた位置に配置されている。
【００１６】
　好ましくは、上記第１導電板には、上記第１ワイヤの一部が配置された凹部が形成され
ている。
【００１７】
　好ましくは、上記第１主面電極はゲート電極であり、上記第２主面電極はソース電極で
あり、上記第１裏面電極はドレイン電極である。
【００１８】
　好ましくは、第２導電板を更に備え、上記第２半導体チップは、上記第１主面電極の向
く方向と同一方向を向く第３主面電極と、上記第３主面電極の向く方向とは反対方向を向
く第２裏面電極と、を含み、上記第３主面電極は、上記第２導電板に接合され、上記第２
裏面電極は、上記第１導電板に接合されている。
【００１９】
　好ましくは、上記第２導電板は、上記第３主面電極が接合された第１導電面と、上記第
１導電面の向く方向とは反対方向を向く第２導電面と、を有し、上記第２導電面は、上記
樹脂部から露出している。
【００２０】
　好ましくは、上記第１導電面は、上記厚さ方向視において、上記第２導電面からはみ出
る部位を有する。
【００２１】
　好ましくは、第２ワイヤを更に備え、上記第２半導体チップは、上記第３主面電極の向
く方向と同一方向を向く第４主面電極を含み、上記第２ワイヤは、上記第４主面電極に接
合され、且つ、上記厚さ方向において上記第２導電板に重なる。
【００２２】
　好ましくは、第２導電板を更に備え、上記第２半導体チップは、上記第１裏面電極の向
く方向と同一方向を向く第３主面電極と、上記第３主面電極の向く方向とは反対方向を向
く第２裏面電極と、を含み、上記第３主面電極は、上記第２導電板に接合され、上記第２
裏面電極は、上記第１導電板に接合されている。
【００２３】
　好ましくは、上記第１導電板は、上記第１主面電極が接合された第１導電面と、上記第
１主面電極とは反対側の第２導電面と、を有し、上記第２導電面は、上記樹脂部から露出
する。
【００２４】
　好ましくは、上記第１導電面は、上記厚さ方向視において、上記第２導電面からはみ出
る部位を有する。
【００２５】
　好ましくは、第２ワイヤを更に備え、上記第２半導体チップは、上記第３主面電極の向
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く方向と同一方向を向く第４主面電極を含み、上記第２ワイヤは、上記第４主面電極に接
合され、且つ、上記厚さ方向において上記第２導電板に重なる。
【００２６】
　好ましくは、上記第１導電板には、上記樹脂部の一部が入り込む孔が形成されている。
【００２７】
　好ましくは、上記第３主面電極はゲート電極であり、上記第４主面電極はソース電極で
あり、上記第２裏面電極はドレイン電極である。
【００２８】
　好ましくは、上記機能素子チップのいずれか一つは、ダイオード、抵抗、もしくはコン
デンサである。
【００２９】
　本発明の第２の側面によると、本発明の第１の側面によって提供される半導体装置と、
上記半導体装置が配置された配線基板と、上記半導体装置および上記配線基板の間に介在
するハンダ層と、を備える、半導体装置の実装構造が提供される。
【００３０】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる実装構造を示す平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の底面図である。
【図５】図４から樹脂部を省略した図である。
【図６】図５から一つの導電板を省略した図である。
【図７】図６から一つの導電板と一つの半導体チップと一つのワイヤとを省略した図であ
る。
【図８】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置が構成する回路の回路図である。
【図９】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図であ
る。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図１１】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図で
ある。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿う断面図である。
【図１３】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図で
ある。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿う断面図である。
【図１５】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図で
ある。
【図１６】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図で
ある。
【図１７】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図で
ある。
【図１８】本発明の第２実施形態にかかる実装構造を示す平面図である。
【図１９】図１８のＸＩＸ－ＸＩＸ線に沿う断面図である。
【図２０】図１８のＸＸ－ＸＸ線に沿う断面図である。
【図２１】図１８のＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿う断面図である。
【図２２】図１８のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿う断面図である。
【図２３】図１８に示した実装構造における半導体装置から、一つの導電板を省略した図
である。
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【図２４】本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の底面図である。
【図２５】図２４から樹脂部を省略した図である。
【図２６】図２５から一つの導電板を省略した図である。
【図２７】本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図で
ある。
【図２８】図２７のＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図２９】本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図で
ある。
【図３０】図２９のＸＸＸ－ＸＸＸ線に沿う断面図である。
【図３１】本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図で
ある。
【図３２】図３１のＸＸＸＩＩ－ＸＸＸＩＩ線に沿う断面図である。
【図３３】本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図で
ある。
【図３４】図３３のＸＸＸＩＶ－ＸＸＸＩＶ線に沿う断面図である。
【図３５】本発明の第３実施形態にかかる半導体装置の平面図である。
【図３６】図３５のＸＸＸＶＩ－ＸＸＸＶＩ線に沿う断面図である。
【図３７】図３５のＸＸＸＶＩＩ－ＸＸＸＶＩＩ線に沿う断面図である。
【図３８】本発明の第３実施形態にかかる半導体装置が構成する回路の回路図である。
【図３９】本発明の第４実施形態にかかる半導体装置の平面図である。
【図４０】図３９のＸＬ－ＸＬ線に沿う断面図である。
【図４１】図３９のＸＬＩ－ＸＬＩ線に沿う断面図である。
【図４２】本発明の第４実施形態にかかる半導体装置が構成する回路の回路図である。
【図４３】本発明の第５実施形態にかかる半導体装置の断面図である。
【図４４】本発明の第５実施形態にかかる半導体装置が構成する回路の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
＜第１実施形態＞
　図１～図１７を用いて本発明の第１実施形態について説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の第１実施形態にかかる実装構造を示す平面図である。図２は、図１の
ＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。図３は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である
。
【００３４】
　同図に示された実装構造８０１は、半導体装置１０１と、配線基板１０６と、ハンダ層
８８１～８８５とを備える。
【００３５】
　配線基板１０６は、たとえばプリント配線基板である。配線基板１０６は、たとえば、
絶縁基板と、当該絶縁基板に形成されたパターン電極（図示略）とを含む。半導体装置１
０１は配線基板１０６に搭載されている。半導体装置１０１と、配線基板１０６との間に
は、ハンダ層８８１～８８５が介在している。ハンダ層８８１～８８５は、半導体装置１
０１と配線基板１０６とを接合している。
【００３６】
　図４は、半導体装置１０１の底面図である。図５は、図４から樹脂部７を省略した図で
ある。図６は、図５から導電板２３を省略した図である。図７は、図６から導電板２２と
半導体チップ３２とワイヤ４７とを省略した図である。図８は、半導体装置１０１が構成
する回路の回路図である。
【００３７】
　これらの図に示す半導体装置１０１は、ＤＣ／ＤＣコンバータである。半導体装置１０
１は、導電板２１～２３と、半導体チップ３１，３２と、導電性接合部４１１～４１４と
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、２本のワイヤ４６，４７と、ワイヤボンディング用リード５１，５２と、樹脂部７（図
５～図７では想像線で示す）とを備える。
【００３８】
　図１～図７に示す樹脂部７は、導電板２１～２３と、半導体チップ３１，３２と、導電
性接合部４１１～４１４と、２本のワイヤ４６，４７と、ワイヤボンディング用リード５
１，５２と、を覆っている。樹脂部７は、たとえば、黒色のエポキシ樹脂よりなる。樹脂
部７は、樹脂底面７１と、樹脂側面７２と、樹脂主面７３とを有する。
【００３９】
　樹脂底面７１は、ＸＹ平面に広がる平面状であり、且つ、方向Ｚの一方向（方向Ｚａ）
を向く。図２、図３に示す樹脂側面７２は、方向Ｚ視において、半導体チップ３１，３２
を囲む形状である。樹脂側面７２は、第１部分７２１と、第２部分７２２とを有する。第
１部分７２１は樹脂底面７１とつながる。第２部分７２２は第１部分７２１とつながる。
第２部分７２２は、樹脂底面７１と鋭角をなすように、方向Ｚに対し傾斜している。樹脂
主面７３は、ＸＹ平面に広がる平面状であり、且つ、方向Ｚの他方向（方向Ｚｂ）を向く
。樹脂主面７３は第２部分７２２につながる。
【００４０】
　図２、図３、図７に示す半導体チップ３１は、半導体からなる素子である。半導体チッ
プ３１は、機能素子チップもしくは第１半導体チップの一例に相当する。半導体チップ３
１としては、たとえば、ダイオード、トランジスタ、もしくは、ＩＣが挙げられる。図８
に示すように、本実施形態では半導体チップ３１は、ＤＣ／ＤＣコンバータにおけるハイ
サイド用のトランジスタである。図７に示すように、半導体チップ３１は平面視矩形状で
ある。半導体チップ３１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、たとえば、２００μｍである
。半導体チップ３１の方向Ｘにおける寸法は、たとえば、１６００μｍであり、半導体チ
ップ３１の方向Ｙにおける寸法は、たとえば、２２００μｍである。
【００４１】
　図２、図３、図７に示すように、半導体チップ３１は、主面電極３１１（第１主面電極
）と、主面電極３１２（第２主面電極）と、裏面電極３１３（第１裏面電極）とを含む。
主面電極３１１，３１２は互いに同一方向を向く。本実施形態において主面電極３１１，
３１２はいずれも、半導体チップ３１の厚さ方向Ｚのうちの一方向（方向Ｚａ）を向く。
裏面電極３１３は、主面電極３１１，３１２の各々が向く方向とは反対の方向を向く。本
実施形態において裏面電極３１３は、半導体チップ３１の厚さ方向Ｚのうちの他方向（方
向Ｚｂ）を向く。
【００４２】
　本実施形態においては、主面電極３１１はソース電極であり、主面電極３１２はゲート
電極であり、裏面電極３１３はドレイン電極である。なお、図８にてソース電極をＳとし
て示し、ゲート電極をＧとして示し、ドレイン電極をＤとして示している。他の実施形態
の回路図においても同様の表記をしている。本実施形態と異なり、半導体チップは、主面
電極３１１がドレイン電極であるものなどであってもよい。半導体チップがＩＣである場
合には、半導体チップは２つの主面電極のみを含むのではなく、さらに多くの主面電極を
含んでいても良い。
【００４３】
　図２、図３、図６に示す半導体チップ３２は、半導体チップ３１に対し平面視のサイズ
が異なる点を除き、半導体チップ３１と略同様の構成を有する。半導体チップ３２は、半
導体からなる素子である。半導体チップ３２は、機能素子チップもしくは第２半導体チッ
プの一例に相当する。半導体チップ３２としては、たとえば、ダイオード、トランジスタ
、もしくは、ＩＣが挙げられる。図８に示すように、本実施形態では半導体チップ３２は
、ＤＣ／ＤＣコンバータにおけるローサイド用のトランジスタである。図６に示すように
、半導体チップ３２は平面視矩形状である。半導体チップ３２の厚さ（方向Ｚにおける寸
法）は、たとえば、２００μｍである。半導体チップ３２の方向Ｘにおける寸法は、たと
えば、２８００μｍであり、半導体チップ３２の方向Ｙにおける寸法は、たとえば、４０
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００μｍである。
【００４４】
　図２、図３、図６に示すように、半導体チップ３２は、主面電極３２１（第３主面電極
）と、主面電極３２２（第４主面電極）と、裏面電極３２３（第２裏面電極）とを含む。
主面電極３２１，３２２は互いに同一方向を向く（図２、図６参照）。本実施形態におい
て主面電極３２１，３１２はいずれも方向Ｚａを向く。裏面電極３２３は、主面電極３２
１，３２２の各々が向く方向とは反対の方向を向く。本実施形態において裏面電極３２３
は方向Ｚｂを向く。
【００４５】
　本実施形態においては、図８に示すように、主面電極３２１はソース電極であり、主面
電極３２２はゲート電極であり、裏面電極３２３はドレイン電極である。本実施形態と異
なり、半導体チップは、主面電極３２１がドレイン電極であるものなどであってもよい。
半導体チップがＩＣである場合には、半導体チップは２つの主面電極のみを含むのではな
く、さらに多くの主面電極を含んでいても良い。
【００４６】
　図１～図３、図７に示す導電板２１はたとえばＣｕなどの導体よりなる。導電板２１に
は、後述の導電性接合部４１１を介して半導体チップ３１が接合されている。導電板２１
は、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。導電板２１は、パッド部
２１１と、中間部２１２と、実装部２１３と、を含む。
【００４７】
　パッド部２１１はＸＹ平面に沿って広がる平板状である。パッド部２１１は、導電性接
合部４１１を介して半導体チップ３１に接合されており、半導体チップ３１と導通してい
る。より具体的には、パッド部２１１は、導電性接合部４１１を介して、半導体チップ３
１の裏面電極３１３に接合されている。これにより、パッド部２１１は半導体チップ３１
の裏面電極３１３と導通している。
【００４８】
　中間部２１２は、パッド部２１１および実装部２１３の間に位置する。中間部２１２は
、パッド部２１１および実装部２１３のいずれにもつながる。中間部２１２は板状を呈し
ている。本実施形態において中間部２１２は、パッド部２１１に対し傾斜している。更に
、中間部２１２は樹脂底面７１に対し傾斜している。中間部２１２は、ＸＹ平面視におい
てパッド部２１１から遠ざかるほど方向Ｚａに向かう形状である。図５に示すように、本
実施形態においては、中間部２１２には複数の穴２１６が形成されている。各穴２１６に
は、樹脂部７の一部が充填されている。穴２１６が形成されているのは、樹脂部７と中間
部２１２（導電板２１）とをより強く接合するためである。樹脂部７と中間部２１２（導
電板２１）とがより強く接合すると、樹脂部７と中間部２１２とが剥離しにくくなり、耐
湿性の向上を図ることができる。
【００４９】
　実装部２１３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、実装部２１３
は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。図１
、図３に示すように、実装部２１３は、第１部分７２１から方向Ｙの一方に突出している
。本実施形態と異なり、実装部２１３が第１部分７２１から突出しておらず、実装部２１
３が、樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。図３～図５に示すように、実装部
２１３は実装面２１９を有する。実装面２１９は、樹脂底面７１から露出し且つ樹脂底面
７１と面一である。図３に示すように、実装面２１９は、ハンダ層８８１を介して、配線
基板１０６に接合されている。導電板２１はハンダ層８８１を経由して配線基板１０６の
配線層と導通している。上述のように導電板２１は、一つの平らな板を折り曲げ成型する
ことにより形成される。そのため、実装部２１３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、パッ
ド部２１１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）と同一である。
【００５０】
　図１～図３、図６に示す導電板２２は、導電板２１と略同様の構成を有する。導電板２
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２は、たとえばＣｕなどの導体よりなる。導電板２２は、導通部材もしくは第１導電板の
一例に相当する。導電板２２には、後述の導電性接合部４１３を介して半導体チップ３２
が接合されている。導電板２２は、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成さ
れる。導電板２２は、パッド部２２１と、中間部２２２と、実装部２２３と、を含む。
【００５１】
　パッド部２２１はＸＹ平面に沿って広がる平板状である。図３または図６に示すように
、パッド部２２１は、ＸＹ平面視において、パッド部２１１と重なる。パッド部２２１と
パッド部２１１との間には、半導体チップ３１が位置している。パッド部２２１は、導電
性接合部４１２を介して半導体チップ３１に接合されており、半導体チップ３１と導通し
ている。より具体的には、パッド部２２１は、導電性接合部４１２を介して半導体チップ
３１の主面電極３１１に接合されている。これにより、パッド部２２１は半導体チップ３
１の主面電極３１１と導通している。一方、パッド部２２１は、半導体チップ３１と半導
体チップ３２との間に位置している。パッド部２２１は、導電性接合部４１３を介して半
導体チップ３２に接合されており、半導体チップ３２と導通している。より具体的には、
パッド部２２１は、導電性接合部４１３を介して半導体チップ３２の裏面電極３２３に接
合されている。これにより、パッド部２２１は半導体チップ３２の裏面電極３２３と導通
している。図６に示すように、パッド部２２１には、凹部２２７が形成されている。凹部
２２７は、ＸＹ平面視において、パッド部２２１の外側から内側に凹む形状である。凹部
２２７は、ＸＹ平面視において、主面電極３１２に重なる。
【００５２】
　中間部２２２は、パッド部２２１および実装部２２３の間に位置する。中間部２２２は
、パッド部２２１および実装部２２３のいずれにもつながる。中間部２２２は板状を呈し
ている。本実施形態において中間部２２２は、パッド部２２１に対し傾斜している。更に
、中間部２２２は樹脂底面７１に対し傾斜している。中間部２２２は、ＸＹ平面視におい
てパッド部２２１から遠ざかるほど方向Ｚａに向かう形状である。図５に示すように、本
実施形態においては、中間部２２２には複数の穴２２６が形成されている。各穴２２６に
は、樹脂部７の一部が充填されている。穴２２６が形成されているのは、樹脂部７と中間
部２２２（導電板２２）とをより強く接合するためである。樹脂部７と中間部２２２（導
電板２２）とがより強く接合すると、樹脂部７と中間部２２２とが剥離しにくくなり、耐
湿性の向上を図ることができる。
【００５３】
　実装部２２３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、実装部２２３
は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。図１
、図３に示すように、実装部２２３は、第１部分７２１から方向Ｙのいずれか一方に突出
している。本実施形態と異なり、実装部２２３が第１部分７２１から突出しておらず、実
装部２２３が、樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。実装部２２３は実装面２
２９を有する。実装面２２９は、樹脂底面７１から露出し且つ樹脂底面７１と面一である
。実装面２２９は、ハンダ層８８２を介して、配線基板１０６に接合されている。導電板
２２はハンダ層８８２を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。上述のように
導電板２２は、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。そのため、実
装部２２３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、パッド部２２１の厚さ（方向Ｚにおける寸
法）と同一である。
【００５４】
　図１～図５に示す導電板２３は、たとえばＣｕなどの導体よりなる。導電板２３は第２
導電板の一例に相当する。導電板２３は、後述の導電性接合部４１４を介して半導体チッ
プ３２が接合されている。導電板２３は、ＸＹ平面に沿って広がる平板状である。導電板
２３は、ＸＹ平面視において、パッド部２２１と重なる。導電板２３とパッド部２２１と
の間には、半導体チップ３２が位置している。導電板２３は、導電性接合部４１４を介し
て半導体チップ３２に接合されており、半導体チップ３２と導通している。図２～図４に
示すように、導電板２３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、導電
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板２３は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している
。図１、図４に示すように、導電板２３は、第１部分７２１から方向Ｘに突出している。
本実施形態と異なり、導電板２３が第１部分７２１から突出しておらず、導電板２３が、
樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。
【００５５】
　図２、図３に示すように、導電板２３は、導電面２３１（第１導電面）と導電面２３２
（第２導電面）とを有する。導電面２３１および導電面２３２はいずれも、ＸＹ平面に広
がる平面状である。導電面２３１は方向Ｚｂを向き、導電面２３２は、方向Ｚａを向く。
すなわち、導電面２３１および導電面２３２は、互いに反対方向を向く。導電面２３１は
、導電性接合部４１４を介して半導体チップ３２の主面電極３２１に接合されている。こ
れにより、導電板２３は、半導体チップ３２の主面電極３２１と導通している。一方、導
電面２３２は、樹脂底面７１から露出している。そして導電面２３２は樹脂底面７１と面
一である。導電面２３２は、ハンダ層８８３を介して、配線基板１０６に接合されている
。導電面２３２は、ハンダ層８８３を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。
図５に示すように、導電板２３には凹部２３７が形成されている。凹部２３７は、ＸＹ平
面視において、導電板２３の外側から内側に凹む形状である。凹部２３７は、ＸＹ平面視
において、主面電極３２２に重なる。
【００５６】
　図３に示すように、導電板２３は、方向Ｙにおける端において、導電面２３２から導電
面２３１側に凹む段差部２３３を有する。そのため、導電面２３１は、方向Ｚ視において
、導電面２３２よりも方向Ｙ側にはみ出る部位を有する。これにより、導電板２３が樹脂
部７から脱落するのを防止できる。
【００５７】
　図２、図３、図５～図７に示す各導電性接合部４１１～４１４は導体よりなる。各導電
性接合部４１１～４１４を構成する導体としては、ハンダもしくは銀などが挙げられる。
本実施形態において、導電性接合部４１１，４１３を構成する導体は銀であり、導電性接
合部４１２，４１４を構成する導体はハンダである。
【００５８】
　導電性接合部４１１は、半導体チップ３１における裏面電極３１３と、導電板２１にお
けるパッド部２１１との間に介在している。導電性接合部４１１は、半導体チップ３１と
導電板２１とを接合するためのものである。これにより、半導体チップ３１の裏面電極３
１３と導電板２１とが導通している。
【００５９】
　同様に、導電性接合部４１２は、半導体チップ３１における主面電極３１１と、導電板
２２におけるパッド部２２１との間に介在している（図７には５個示す）。導電性接合部
４１２は、半導体チップ３１と導電板２２とを接合するためのものである。これにより、
半導体チップ３１の主面電極３１１と導電板２２とが導通している。
【００６０】
　同様に、導電性接合部４１３は、半導体チップ３２における裏面電極３２３と、導電板
２２におけるパッド部２２１との間に介在している。導電性接合部４１３は、半導体チッ
プ３２と導電板２２とを接合するためのものである。これにより、半導体チップ３２の裏
面電極３２３と導電板２２とが導通している。そのため、図８にも示すように、半導体チ
ップ３２の裏面電極３２３（本実施形態ではローサイド用の素子のドレイン電極）と、半
導体チップ３１の主面電極３１１（本実施形態ではハイサイド用の素子のソース電極）と
、が導電性接合部４１２，４１３と導電板２２とを経由して、導通している。なお、図８
では、導電性接合部４１２，４１３は図示していない。
【００６１】
　同様に、導電性接合部４１４は、半導体チップ３２における主面電極３２１と、導電板
２３における導電面２３１との間に介在している（図５、図６には１４個示す）。導電性
接合部４１４は、半導体チップ３２と導電板２３とを接合するためのものである。これに
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より、半導体チップ３２の主面電極３２１と導電板２３とが導通している。
【００６２】
　図１、図２、図５～図７に示すワイヤボンディング用リード５１は、たとえばＣｕなど
の導体よりなる。ワイヤボンディング用リード５１は、一つの平らな板を折り曲げ成型す
ることにより形成される。本実施形態では特に、ワイヤボンディング用リード５１は導電
板２１とともに、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。ワイヤボン
ディング用リード５１は、パッド部５１１と、中間部５１２と、実装部５１３と、を含む
。
【００６３】
　パッド部５１１は、パッド主面５１５およびパッド裏面５１６を有する。パッド主面５
１５は樹脂底面７１の位置する側（方向Ｚａ側）を向く。図２に示すように、パッド主面
５１５は、方向Ｚにおいて、裏面電極３１３よりも主面電極３１１の配置された側（方向
Ｚａ側）に位置している。一方、パッド裏面５１６はパッド主面５１５の向く方向と反対
方向を向く。
【００６４】
　中間部５１２は、パッド部５１１および実装部５１３の間に位置する。中間部５１２は
、パッド部５１１および実装部５１３のいずれにもつながる。本実施形態において中間部
５１２は、パッド部５１１に対し傾斜している。更に、中間部５１２は樹脂底面７１に対
し傾斜している。中間部５１２は、ＸＹ平面視においてパッド部５１１から遠ざかるほど
方向Ｚａに向かう形状である。
【００６５】
　実装部５１３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、実装部５１３
は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。実装
部５１３は、第１部分７２１から方向Ｙの一方に突出している。図１、図２に示すように
、実装部５１３は、実装部２１３と同一方向に、第１部分７２１から突出している。本実
施形態と異なり、実装部５１３が第１部分７２１から突出しておらず、実装部５１３が、
樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。実装部５１３は実装面５１９を有する。
実装面５１９は、樹脂底面７１から露出し且つ樹脂底面７１と面一である。実装面５１９
は、ハンダ層８８４を介して、配線基板１０６に接合されている。ワイヤボンディング用
リード５１はハンダ層８８４を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。上述の
ようにワイヤボンディング用リード５１は、一つの平らな板を折り曲げ成型することによ
り形成される。そのため、実装部５１３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、パッド部５１
１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）と同一である。本実施形態では更に、ワイヤボンディン
グ用リード５１は導電板２１とともに、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形
成される。そのため、実装部５１３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、導電板２１におけ
る実装部２１３の厚さと同一である。以上より、本実施形態においては、パッド部５１１
、実装部５１３、パッド部２１１、および実装部２１３の各厚さは、互いに同一である。
【００６６】
　図１、図２、図５～図７に示すワイヤボンディング用リード５２は、ワイヤボンディン
グ用リード５１と略同様の構成を有する。ワイヤボンディング用リード５２は、たとえば
Ｃｕなどの導体よりなる。ワイヤボンディング用リード５２は、一つの平らな板を折り曲
げ成型することにより形成される。本実施形態では特に、ワイヤボンディング用リード５
２は導電板２２とともに、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。ワ
イヤボンディング用リード５２は、パッド部５２１と、中間部５２２と、実装部５２３と
、を含む。
【００６７】
　パッド部５２１は、パッド主面５２５およびパッド裏面５２６を有する。パッド主面５
２５は樹脂底面７１の位置する側（方向Ｚａ側）を向く。図２に示すように、パッド主面
５２５は、方向Ｚにおいて、裏面電極３２３よりも主面電極３２１の配置された側（方向
Ｚａ側）に位置している。一方、パッド裏面５２６はパッド主面５２５の向く方向と反対
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方向を向く。
【００６８】
　中間部５２２は、パッド部５２１および実装部５２３の間に位置する。中間部５２２は
、パッド部５２１および実装部５２３のいずれにもつながる。本実施形態において中間部
５２２は、パッド部５２１に対し傾斜している。更に、中間部５２２は樹脂底面７１に対
し傾斜している。中間部５２２は、ＸＹ平面視においてパッド部５２１から遠ざかるほど
方向Ｚａに向かう形状である。
【００６９】
　実装部５２３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、実装部５２３
は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。図２
に示すように、実装部５２３は、第１部分７２１から方向Ｙの一方に突出している。実装
部５２３は、実装部２２３と同一方向に、第１部分７２１から突出している。本実施形態
と異なり、実装部５２３が第１部分７２１から突出しておらず、実装部５２３が、樹脂側
面７２と面一の側面を有していても良い。実装部５２３は実装面５２９を有する。実装面
５２９は、樹脂底面７１から露出し且つ樹脂底面７１と面一である。実装面５２９は、ハ
ンダ層８８５を介して、配線基板１０６に接合されている。ワイヤボンディング用リード
５２はハンダ層８８５を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。上述のように
ワイヤボンディング用リード５２は、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成
される。そのため、実装部５２３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、パッド部５２１の厚
さ（方向Ｚにおける寸法）と同一である。本実施形態では更に、ワイヤボンディング用リ
ード５２は導電板２２とともに、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成され
る。そのため、実装部５２３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、導電板２２における実装
部２２３の厚さと同一である。以上より、本実施形態においては、パッド部５２１、実装
部５２３、パッド部２２１、実装部２２３の各厚さは、互いに同一である。
【００７０】
　ワイヤ４６，４７はいずれも、ＡｕもしくはＣｕなどの導体よりなる。ワイヤ４６は、
第１ワイヤであり、半導体チップ３１の主面電極３１２と、パッド部５１１のパッド主面
５１５と、に接合されている。これにより、ワイヤ４６を経由して、半導体チップ３１の
主面電極３１２は、ワイヤボンディング用リード５１に導通している。図２に示すように
、ワイヤ４６は、方向Ｚにおいて導電板２２に重なる部位を有する。図５に示すように、
本実施形態では、ワイヤ４６の一部は、導電板２２に形成された凹部２２７に配置されて
いる。このようにして、ワイヤ４６は、方向Ｚ視において、導電板２２と異なる位置に配
置されている。
【００７１】
　ワイヤ４７は、第２ワイヤであり、半導体チップ３２の主面電極３２２と、パッド部５
２１のパッド主面５２５と、に接合されている。これにより、ワイヤ４７を経由して、半
導体チップ３２の主面電極３２２は、ワイヤボンディング用リード５２に導通している。
図２に示すように、ワイヤ４７は、方向Ｚにおいて導電板２３に重なる部位を有する。図
５に示すように、本実施形態では、ワイヤ４７の一部は、導電板２３に形成された凹部２
３７に配置されている。このようにして、ワイヤ４７は、方向Ｚ視において、導電板２３
と異なる位置に配置されている。
【００７２】
　次に、半導体装置１０１の製造方法の一例について簡単に説明する。
【００７３】
　半導体装置１０１を製造するには、第１中間品８５１（図９、図１０参照）と、第２中
間品８５２（図１１、図１２参照）と、リードフレーム８４３（図１３、図１４参照）と
、を製造する。
【００７４】
　第１中間品８５１を製造するには、まず、図９、図１０に示すリードフレーム８４１を
一枚の導電板から形成する。リードフレーム８４１は、のちに、導電板２１、ワイヤボン
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ディング用リード５１になるものである。次に、リードフレーム８４１に、導電性接合部
４１１を介して、半導体チップ３１における裏面電極３１３を接合する。次に、半導体チ
ップ３１における主面電極３１２と、リードフレーム８４１とに、ワイヤ４６を接合する
。これにより、同図に示す第１中間品８５１が製造される。ワイヤ４６を接合する工程は
、主面電極３１２が重力方向における上方を向いている状態で行われる。
【００７５】
　同様に第２中間品８５２を製造するには、図１１、図１２に示すリードフレーム８４２
を一枚の導電板から形成する。リードフレーム８４２は、のちに、導電板２２、ワイヤボ
ンディング用リード５２になるものである。次に、リードフレーム８４２に、導電性接合
部４１３を介して、半導体チップ３２における裏面電極３２３を接合する。次に、半導体
チップ３２における主面電極３２２と、リードフレーム８４２とに、ワイヤ４７を接合す
る。これにより、同図に示す第２中間品８５２が製造される。ワイヤ４７を接合する工程
は、主面電極３２２が重力方向における上方を向いている状態で行われる。
【００７６】
　図１３、図１４に示すリードフレーム８４３は、一枚の導電板から形成する。リードフ
レーム８４３は、のちに、導電板２３になるものである。
【００７７】
　次に、図１５に示すように、リードフレーム８４３に第２中間品８５２を接合する。本
実施形態において、リードフレーム８４３と第２中間品８５２とを接合する工程において
は、第２中間品８５２を図１２に示す状態から裏返す。そして、半導体チップ３２の主面
電極３２１とリードフレーム８４３とを、導電性接合部４１４を介して接合する。
【００７８】
　次に、図１６に示すように、リードフレーム８４２に第１中間品８５１を接合する。本
実施形態において、リードフレーム８４２と第１中間品８５１とを接合する工程において
は、第１中間品８５１を図１０に示す状態から裏返す。そして、半導体チップ３１の主面
電極３１１とリードフレーム８４２とを、導電性接合部４１２を介して接合する。
【００７９】
　次に、図１７に示すように、樹脂部７を形成する。次に、同図に示す線Ｌ１に沿って、
リードフレーム８４１～８４３をそれぞれ切断することにより（一部図示略）、図２等に
示した半導体装置１０１が製造される。
【００８０】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【００８１】
　図２に示したように、半導体装置１０１においては、半導体チップ３１の主面電極３１
１、および、半導体チップ３２は、いずれも、導電板２２に接合している。このような構
成によると、半導体チップ３１および半導体チップ３２は、導電板２２を経由して互いに
導通している。よって、半導体チップ３１および半導体チップ３２を、半導体装置１０１
の外部の配線等を経由して導通させる必要がない。半導体装置１０１の外部の配線等を用
いる必要がないと、半導体チップ３１と半導体チップ３２とを導通させる経路の配線抵抗
および配線インダクタンスは、主に、導電板２２の抵抗およびインダクタンスのみとなる
。これは、半導体装置１０１が構成する回路における配線抵抗や配線インダクタンスの低
減を図るのに適する。したがって、半導体装置１０１は、低消費電力化および高性能化を
図るのに適する。
【００８２】
　図２に示したように、半導体装置１０１においては、主面電極３１２に接合されたワイ
ヤ４６は、方向Ｚにおいて、主面電極３１１に接合された導電板２２に重なる部位を有す
る。このような構成によるとワイヤ４６と導電板２２との接触を防止できる。よって、ワ
イヤ４６と導電板２２との接触を防止すべく主面電極３１１から方向Ｚにおいて離間した
位置に、導電板２２を配置する必要がない。これにより、導電板２２と主面電極３１１と
の間に無駄なスペースを形成する必要がない。その結果、半導体装置１０１の薄型化を図
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ることができる。同様に、半導体装置１０１においては、主面電極３２２に接合されたワ
イヤ４７は、方向Ｚにおいて、主面電極３２１に接合された導電板２３に重なる部位を有
する。このような構成によっても、同様の理由により、半導体装置１０１の小型化を図る
ことができる。
【００８３】
　図２に示したように、半導体装置１０１においては、パッド主面５１５は、方向Ｚにお
いて、裏面電極３１３よりも主面電極３１１の配置された側（方向Ｚａ側）に位置する。
パッド主面５１５が方向Ｚａ側にあればあるほど、パッド主面５１５に接合されたワイヤ
４６が半導体チップ３１に接触しにくくなる。よって、本実施形態にかかる構成は、ワイ
ヤ４６が半導体チップ３１に接触することを防止するのに適する。同様に、半導体装置１
０１においては、パッド主面５２５は、方向Ｚにおいて、裏面電極３２３よりも主面電極
３２１の配置された側（方向Ｚａ側）に位置する。このような構成も、ワイヤ４７が半導
体チップ３２に接触するのを防止するのに適する。
【００８４】
　半導体装置１０１においては、ワイヤボンディング用リード５１は、パッド部５１１と
実装部５１３との間に位置する中間部５１２を含む。中間部５１２は、樹脂底面７１に対
し傾斜している。このような構成によると、ワイヤ４６をパッド部５１１に接合する際に
用いるキャピラリ（図示略）が中間部５１２に接触することを、防止できる。同様に、半
導体装置１０１においては、ワイヤボンディング用リード５２は、パッド部５２１と実装
部５２３との間に位置する中間部５２２を含む。中間部５２２は樹脂底面７１に対し傾斜
している。このような構成によると、ワイヤ４７をパッド部５２１に接合する際に用いる
キャピラリ（図示略）が中間部５２２に接触することを、防止できる。
【００８５】
　以下に、図１８～図４４を用いて、本発明の他の実施形態について説明する。以下の実
施形態において第１実施形態で述べた構成と同一もしくは類似の構成については、同一の
符号を付してその説明を省略する。
【００８６】
＜第２実施形態＞
　図１８～図３４を用いて、本発明の第２実施形態について説明する。
【００８７】
　図１８は、本発明の第２実施形態にかかる実装構造を示す平面図である。図１９は、図
１８のＸＩＸ－ＸＩＸ線に沿う断面図である。図２０は、図１８のＸＸ－ＸＸ線に沿う断
面図である。図２１は、図１８のＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿う断面図である。図２２は、図１
８のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿う断面図である。
【００８８】
　本実施形態は、半導体装置１０２における半導体チップ３２が、半導体チップ３１に対
し、方向Ｚ視においてずれた位置に配置されている点において、第１実施形態と相違する
。同図に示された実装構造８０２は、半導体装置１０２と、配線基板１０６と、ハンダ層
８８１，８８４，８８６～８８８とを備える。
【００８９】
　半導体装置１０２は配線基板１０６に搭載されている。半導体装置１０２と、配線基板
１０６との間には、ハンダ層８８１，８８４，８８６～８８８が介在している。ハンダ層
８８１，８８４，８８６～８８８は、半導体装置１０２と配線基板１０６とを接合してい
る。
【００９０】
　図２３は、図１８に示した半導体装置１０２から、導電板２５を省略した図である。図
２４は、半導体装置１０２の底面図である。図２５は、図２４から樹脂部７を省略した図
である。図２６は、図２５から導電板２４を省略した図である。
【００９１】
　これらの図に示す半導体装置１０２は、半導体装置１０１と同様に、ＤＣ／ＤＣコンバ
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ータである。半導体装置１０２は、図８に示す回路と同一の回路を構成する。半導体装置
１０２は、導電板２１，２４，２５、半導体チップ３１，３２、導電性接合部４１１～４
１４、２本のワイヤ４６，４７、ワイヤボンディング用リード５１，５３、および、樹脂
部７を備える。本実施形態においては、導電板２１、半導体チップ３１，３２、導電性接
合部４１１～４１４、２本のワイヤ４６，４７、およびワイヤボンディング用リード５１
は、第１実施形態における構成と同様であるから、説明を省略し、導電板２４，２５と、
ワイヤボンディング用リード５３と、について主に説明する。
【００９２】
　ただし、本実施形態では、主面電極３２１，３２２はいずれも方向Ｚｂを向く。裏面電
極３２３は、主面電極３２１，３２２の各々が向く方向とは反対の方向を向く。すなわち
、本実施形態において裏面電極３２３は方向Ｚａを向く。
【００９３】
　図１８～図２４に示す導電板２４は、たとえばＣｕなどの導体よりなる。導電板２４は
、導通部材もしくは第１導電板の一例に相当する。導電板２４は、ＸＹ平面に沿って広が
る平板状である。図１８に示すように、導電板２４は、ＸＹ平面視において、パッド部２
１２と重なる。導電板２４とパッド部２１２との間には、半導体チップ３１が位置してい
る。導電板２４は、導電性接合部４１２を介して半導体チップ３１に接合されており、半
導体チップ３１と導通している。図１９～図２２に示すように、導電板２４は、樹脂部７
から露出する部位を有する。より具体的には、導電板２４は、樹脂側面７２における第１
部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。導電板２４は、第１部分７２１から
突出している。本実施形態と異なり、導電板２４が第１部分７２１から突出しておらず、
導電板２４が、樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。
【００９４】
　導電板２４は、導電面２４１（第１導電面）と導電面２４２（第２導電面）とを有する
。導電面２４１および導電面２４２はいずれも、ＸＹ平面に広がる平面状である。導電面
２４１は方向Ｚｂを向き、導電面２４２は、方向Ｚａを向く。すなわち、導電面２４１お
よび導電面２４２は、互いに反対方向を向く。導電面２４１は、導電性接合部４１２を介
して半導体チップ３１の主面電極３１１に接合されている。これにより、導電板２４は、
半導体チップ３１の主面電極３１１と導通している。一方、導電面２４２は、樹脂底面７
１から露出している。そして導電面２４２は樹脂底面７１と面一である。導電面２４２は
、ハンダ層８８６を介して、配線基板１０６に接合されている。導電面２４２は、ハンダ
層８８６を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。図２４、図２５に示すよう
に、導電板２４には、凹部２４７が形成されている。凹部２４７は、ＸＹ平面視において
、導電板２４の外側から内側に凹む形状である。凹部２４７は、ＸＹ平面視において、主
面電極３１２に重なる。導電板２４には、穴２４８が形成されている。穴２４８は、第１
実施形態における穴２１６と同様に、耐湿性の向上を図るために設けられている。
【００９５】
　導電板２５は、第２導電板の一例に相当し、たとえばＣｕなどの導体よりなる。導電板
２５には、導電性接合部４１４を介して半導体チップ３２が接合されている。導電板２５
は、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。本実施形態においては、
導電板２５は導電板２１とともに、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成さ
れる。導電板２５は、パッド部２５１と、中間部２５２と、実装部２５３と、を含む。
【００９６】
　パッド部２５１はＸＹ平面に沿って広がる平板状である。パッド部２５１は、ＸＹ平面
視において、導電板２４と重なる。パッド部２５１と導電板２４との間には、半導体チッ
プ３２が位置している。パッド部２５１は、導電性接合部４１４を介して半導体チップ３
２に接合されており、半導体チップ３２と導通している。より具体的には、パッド部２５
１は、導電性接合部４１４を介して半導体チップ３２の主面電極３２１に接合されている
。これにより、パッド部２５１は半導体チップ３２の主面電極３２１と導通している。パ
ッド部２５１には、凹部２５７が形成されている。凹部２５７は、ＸＹ平面視において、
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パッド部２５１の外側から内側に凹む形状である。凹部２５７は、ＸＹ平面視において、
主面電極３２２に重なる。
【００９７】
　図２１に示すように、中間部２５２は、パッド部２５１および実装部２５３の間に位置
する。中間部２５２は、パッド部２５１および実装部２５３のいずれにもつながる。中間
部２５２は板状を呈している。本実施形態において中間部２５２は、パッド部２５１に対
し傾斜している。更に、中間部２５２は樹脂底面７１に対し傾斜している。中間部２５２
は、ＸＹ平面視においてパッド部２５１から遠ざかるほど方向Ｚａに向かう形状である。
【００９８】
　実装部２５３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、実装部２５３
は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。図２
１に示すように、実装部２５３は、第１部分７２１から方向Ｙの一方に突出している。本
実施形態と異なり、実装部２５３が第１部分７２１から突出しておらず、実装部２５３が
、樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。実装部２５３は実装面２５９を有する
。実装面２５９は、樹脂底面７１から露出し且つ樹脂底面７１と面一である。実装面２５
９は、ハンダ層８８７を介して、配線基板１０６に接合されている。導電板２５はハンダ
層８８７を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。上述のように導電板２５は
、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。そのため、実装部２５３の
厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、パッド部２５１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）と同一で
ある。本実施形態では更に、導電板２５は導電板２１とともに、一つの平らな板を折り曲
げ成型することにより形成される。そのため、実装部２５３の厚さ（方向Ｚにおける寸法
）は、実装部２１３の厚さ（方向Ｚにおける）と同一である。
【００９９】
　図２２に示すワイヤボンディング用リード５３は、ワイヤボンディング用リード５１と
略同様の構成を有するが、ワイヤがボンディングされるパッド主面の向く方向が、ワイヤ
ボンディング用リード５１と異なる。以下、具体的に説明する。
【０１００】
　ワイヤボンディング用リード５３は、たとえばＣｕなどの導体よりなる。ワイヤボンデ
ィング用リード５３は、一つの平らな板を折り曲げ成型することにより形成される。本実
施形態では特に、ワイヤボンディング用リード５３は導電板２４とともに、一つの平らな
板を折り曲げ成型することにより形成される。ワイヤボンディング用リード５３は、パッ
ド部５３１と、中間部５３２と、実装部５３３と、を含む。
【０１０１】
　パッド部５３１は、パッド主面５３５およびパッド裏面５３６を有する。パッド主面５
３５にはワイヤ４７がボンディングされている。図２２に示すように、パッド主面５３５
は、方向Ｚにおいて、裏面電極３２３よりも主面電極３２１の配置された側（方向Ｚｂ側
）に位置している。一方、パッド裏面５３６はパッド主面５３５の向く方向と反対方向を
向く。パッド裏面５３６は、樹脂底面７１の位置する側を向いている。本実施形態におい
ては、図２２に示すように、パッド裏面５３６は、導電板２４に形成された段差部２４３
における段差面２４９よりも、樹脂底面７１の位置する側に配置されている。これにより
、パッド主面５３５にワイヤ４７をボンディングする際に用いるヒータ（使用時にはパッ
ド裏面５３６の図２２における下側に配置される）が、導電板２４に接近したとしても、
当該ヒータが導電板２４に接触することを防止できる。
【０１０２】
　中間部５３２は、パッド部５３１および実装部５３３の間に位置する。中間部５３２は
、パッド部５３１および実装部５３３のいずれにもつながる。本実施形態において中間部
５３２は、パッド部５３１に対し傾斜している。更に、中間部５３２は樹脂底面７１に対
し傾斜している。中間部５３２は、ＸＹ平面視においてパッド部５３１から遠ざかるほど
方向Ｚａに向かう形状である。
【０１０３】
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　実装部５３３は、樹脂部７から露出する部位を有する。より具体的には、実装部５３３
は、樹脂側面７２における第１部分７２１と、樹脂底面７１と、から露出している。図１
８、図２２に示すように、実装部５３３は、第１部分７２１から方向Ｙの一方に突出して
いる。実装部５３３は、実装部２５３と同一方向に、第１部分７２１から突出している。
本実施形態と異なり、実装部５３３が第１部分７２１から突出しておらず、実装部５３３
が、樹脂側面７２と面一の側面を有していても良い。実装部５３３は実装面５３９を有す
る。実装面５３９は、樹脂底面７１から露出し且つ樹脂底面７１と面一である。実装面５
３９は、ハンダ層８８８を介して、配線基板１０６に接合されている。ワイヤボンディン
グ用リード５３はハンダ層８８８を経由して配線基板１０６の配線層と導通している。上
述のようにワイヤボンディング用リード５３は、一つの平らな板を折り曲げ成型すること
により形成される。そのため、実装部５３３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、パッド部
５３１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）と同一である。本実施形態では更に、ワイヤボンデ
ィング用リード５３は、導電板２４とともに、一つの平らな板を折り曲げ成型することに
より形成される。そのため、実装部５３３の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、導電板２４
の厚さと同一である。
【０１０４】
　次に、半導体装置１０２の製造方法の一例について簡単に説明する。
【０１０５】
　半導体装置１０２を製造するには、第１中間品８５１（図２７、図２８参照）と、第２
中間品８５３（図２９、図３０参照）と、リードフレーム８４５（図３１、図３２参照）
と、を製造する。
【０１０６】
　第１中間品８５１は、第１実施形態で述べたように製造する。
【０１０７】
　第２中間品８５３を製造するには、まず、図２９、図３０に示すリードフレーム８４４
を一枚の導電板から形成する。リードフレーム８４４は、のちに、導電板２４、ワイヤボ
ンディング用リード５３になるものである。次に、リードフレーム８４４に、導電性接合
部４１３を介して、半導体チップ３２における裏面電極３２３を接合する。次に、半導体
チップ３２における主面電極３２２と、リードフレーム８４４とに、ワイヤ４７を接合す
る。これにより、同図に示す第２中間品８５３が製造される。ワイヤ４７を接合する工程
は、主面電極３２１が重力方向における上方を向いている状態で行われる。
【０１０８】
　リードフレーム８４５は、一枚の導電板から折り曲げ成型することにより形成する。リ
ードフレーム８４５は、のちに、導電板２５になるものである。
【０１０９】
　次に、図３３、図３４に示すように、導電性接合部４１２を介して、第２中間品８５３
におけるリードフレーム８４４に、半導体チップ３１における主面電極３１１を接合する
。同様に、図３３に示すように、導電性接合部４１４を介して、半導体チップ３２の主面
電極３２１に、リードフレーム８４５を接合する。
【０１１０】
　次に、上述の樹脂部７（製造方法の説明では図示略）を形成したのちに、線Ｌ２に沿っ
て、リードフレーム８４１，８４４，８４５をそれぞれ切断することにより、図１９等に
示した半導体装置１０２が製造される。
【０１１１】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１１２】
　半導体装置１０２においては、半導体チップ３１の主面電極３１１、および、半導体チ
ップ３２は、いずれも、導電板２４に接合している。このような構成によると、半導体チ
ップ３１および半導体チップ３２は、導電板２４を経由して互いに導通している。よって
、半導体チップ３１および半導体チップ３２を、半導体装置１０２の外部の配線等を経由
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して導通させる必要がない。半導体装置１０２の外部の配線等を用いる必要がないと、半
導体チップ３１と半導体チップ３２とを導通させる経路の配線抵抗および配線インダクタ
ンスは、主に、導電板２４の抵抗およびインダクタンスのみとなる。これは、半導体装置
１０２が構成する回路における配線抵抗や配線インダクタンスの低減を図るのに適する。
したがって、半導体装置１０２は、低消費電力化および高性能化を図るのに適する。
【０１１３】
　図１９に示すように、半導体装置１０２においては、主面電極３１２に接合されたワイ
ヤ４６は、方向Ｚにおいて、主面電極３１１に接合された導電板２４に重なる部位を有す
る。このような構成によると、第１実施形態で述べたのと同様の理由により、半導体装置
１０２の薄型化を図ることができる。同様に、半導体装置１０２においては、主面電極３
２２に接合されたワイヤ４７は、方向Ｚにおいて、主面電極３２１に接合された導電板２
５に重なる部位を有する。このような構成によっても、同様の理由により、半導体装置１
０２の小型化を図ることができる。
【０１１４】
　図１９に示すように、半導体装置１０２においては、パッド主面５１５は、方向Ｚにお
いて、裏面電極３１３よりも主面電極３１１の配置された側（方向Ｚａ側）に位置する。
このような構成によると、第１実施形態で述べたのと同様の理由により、ワイヤ４６が半
導体チップ３１に接触することを防止するのに適する。同様に、図２２に示すように、半
導体装置１０２においては、パッド主面５３５は、方向Ｚにおいて、裏面電極３２３より
も主面電極３２１の配置された側（方向Ｚｂ側）に位置する。このような構成も、ワイヤ
４７が半導体チップ３２に接触するのを防止するのに適する。
【０１１５】
　半導体装置１０２によると、第１実施形態で述べたのと同様の理由により、ワイヤ４６
をパッド部５１１に接合する際に用いるキャピラリ（図示略）が中間部５１２に接触する
ことを、防止できる。同様に、半導体装置１０２においては、ワイヤボンディング用リー
ド５３は、パッド部５３１と実装部５３３との間に位置する中間部５３２を含む。中間部
５３２は樹脂底面７１に対し傾斜している。このような構成によると、ワイヤ４７をパッ
ド部５３１に接合する際に用いるキャピラリ（図示略）が中間部５３２に接触することを
、防止できる。
【０１１６】
　図２２に示すように、半導体装置１０２においては、パッド裏面５３６はパッド主面５
３５の向く方向と反対方向を向く。パッド裏面５３６は、樹脂底面７１の位置する側を向
いている。このような構成によると、パッド裏面５３６は樹脂底面７１から方向Ｚにおい
て離間しており、樹脂底面７１から露出していない。そのため、ハンダ層８８８はパッド
裏面５３６には接合せず、パッド裏面５３６よりも導電板２４から離間した実装面５３９
に接合することとなる。そのため、ハンダ層８８８と、導電板２４に接合するハンダ層８
８６との離間距離を大きくすることができる。ハンダ層８８８およびハンダ層８８６の離
間距離を大きくできると、ハンダ層８８８およびハンダ層８８６の意図しない接触を防止
することができる。これにより、ハンダ層８８８とハンダ層８８６とがショートすること
を防止できる。
【０１１７】
＜第３実施形態＞
　図３５～図３８を用いて、本発明の第３実施形態について説明する。
【０１１８】
　図３５は、本発明の第３実施形態にかかる半導体装置の平面図である。図３６は、図３
５のＸＸＸＶＩ－ＸＸＸＶＩ線に沿う断面図である。図３７は、図３５のＸＸＸＶＩＩ－
ＸＸＸＶＩＩ線に沿う断面図である。図３８は、本発明の第３実施形態にかかる半導体装
置が構成する回路の回路図である。
【０１１９】
　これらの図に示す半導体装置１０３は、半導体チップ３１，３２、導電板２２、および
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、ワイヤボンディング用リード５１，５２をそれぞれ２つずつ備える点において、上述の
半導体装置１０１と異なる。図３８に示すように、半導体装置１０３は、フルブリッジ回
路を構成している。本実施形態において、２つの半導体チップ３１のうち一方を半導体チ
ップ３１ａとし、２つの半導体チップ３１のうち他方を半導体チップ３１ｂとする。同様
に、２つの半導体チップ３２のうち一方を半導体チップ３２ａとし、２つの半導体チップ
３２のうち他方を半導体チップ３２ｂとする。
【０１２０】
　半導体装置１０３においては、導電板２１は、半導体チップ３１ａ，３１ｂのいずれに
も接合している。これにより図３８に示すように、半導体チップ３１ａ，３１ｂの裏面電
極３１３（ドレイン電極）どうしが互いに導通している。導電板２３は、半導体チップ３
２ａ，３２ｂのいずれにも接合している。これにより図３８に示すように、半導体チップ
３２ａ，３２ｂの主面電極３２１（ソース電極）どうしが互いに導通している。また図３
８に示すように、半導体チップ３１ａの主面電極３１１（ソース電極）と、半導体チップ
３２ａの裏面電極３２３（ドレイン電極）とは、互いに導通している。同様に、半導体チ
ップ３１ｂの主面電極３１１と、半導体チップ３２ｂの裏面電極３２３とは、互いに導通
している。
【０１２１】
　本実施形態によっても、半導体装置１０３が構成する回路における配線抵抗や配線イン
ダクタンスの低減を図ることができる。したがって、半導体装置１０３は、低消費電力化
および高性能化を図るのに適する。さらに、第１実施形態で述べたのと同様の利点を得る
ことができる。
【０１２２】
＜第４実施形態＞
　図３９～図４２を用いて、本発明の第４実施形態について説明する。
【０１２３】
　図３９は、本発明の第４実施形態にかかる半導体装置の平面図である。図４０は、図３
９のＸＬ－ＸＬ線に沿う断面図である。図４１は、図３９のＸＬＩ－ＸＬＩ線に沿う断面
図である。図４２は、本発明の第４実施形態にかかる半導体装置が構成する回路の回路図
である。
【０１２４】
　これらの図に示す半導体装置１０４は、導電板２６と、半導体チップ３３，３４と、ワ
イヤ４８，４９と、ワイヤボンディング用リード５８と、を更に備える点において、上述
の半導体装置１０２と異なる。図４２に示すように、半導体装置１０４は、フルブリッジ
回路を構成している。図４１に示すように、本実施形態においては、第２実施形態と異な
り、半導体チップ３１の主面電極３１１、および、半導体チップ３２の主面電極３２１は
、互いに同一方向（方向Ｚａ）を向いている。
【０１２５】
　半導体チップ３３，３４は、トランジスタである。半導体チップ３３の裏面電極３３３
と、半導体チップ３４の裏面電極３４３とは導電性接合部を介して導電板２６に接合して
いる（一部図示略）。これにより図４２に示すように、裏面電極３３３，３３４（ドレイ
ン電極）どうしが互いに導通している。半導体チップ３３の主面電極３３１は導電板２１
に接合されている。これにより図４２に示すように、半導体チップ３３の主面電極３３１
（ソース電極）は、半導体チップ３１の裏面電極３１３（ドレイン電極）と導通している
。半導体チップ３４の主面電極３４１は導電板２５に接合されている。これにより図４２
に示すように、半導体チップ３４の主面電極３４１（ソース電極）は、半導体チップ３２
の裏面電極３２３（ドレイン電極）と導通している。ワイヤ４８は、半導体チップ３３の
主面電極３３２とワイヤボンディング用リード５８とを接続しており、ワイヤ４９は、半
導体チップ３４の主面電極３４２とワイヤボンディング用リード５８とを接続している。
【０１２６】
　本実施形態によっても、半導体装置１０４が構成する回路における配線抵抗や配線イン
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ダクタンスの低減を図ることができる。したがって、半導体装置１０４は、低消費電力化
および高性能化を図るのに適する。さらに、第２実施形態で述べたのと同様の利点を得る
ことができる。
【０１２７】
＜第５実施形態＞
　図４３，図４４を用いて、本発明の第５実施形態について説明する。
【０１２８】
　図４３は、本発明の第５実施形態にかかる半導体装置の断面図である。図４４は、本発
明の第５実施形態にかかる半導体装置が構成する回路の回路図である。
【０１２９】
　半導体装置１０５は、導電板２１，２８，２９と、半導体チップ３１と、ダイオード３
８と、抵抗３９と、導電性接合部４１１，４２１，４２２と、ワイヤ４６，４６１と、導
通部材４６２と、ワイヤボンディング用リード５１，５９と、樹脂部７と、を備える。導
電板２１、半導体チップ３１、導電性接合部４１１、ワイヤ４６、ワイヤボンディング用
リード５９、および、樹脂部７は、第１実施形態における構成と同様であるから、説明を
省略する。半導体装置１０５は過電流保護回路であり、ＤＣ／ＤＣコントローラ周辺に配
置されることが多い。
【０１３０】
　導電板２８，２９はＣｕなどの導体よりなる。導電板２８および導電板２９はいずれも
、樹脂底面７１から露出している。ダイオード３８は、導電性接合部４２１を介して導電
板２１に接合されている。これにより図４４に示すように、ダイオード３８は、半導体チ
ップ３１の裏面電極３１３（本実施形態ではドレイン電極）と互いに導通している。抵抗
３９は導電性接合部４２２を介して、導電板２８，２９に接合されている。これにより、
抵抗３９は導電板２８，２９に導通している。導通部材４６２は、半導体チップ３１の主
面電極３１１と抵抗３９の一端とに接合している。これにより図４４に示すように、導通
部材４６２を経由して、半導体チップ３１の主面電極３１１（本実施形態ではソース電極
）は、抵抗３９と導通している。導通部材４６２はＣｕなどの導体よりなる。ワイヤ４６
は、方向Ｚにおいて、導通部材４６２に重なる部位、および、抵抗３９に重なる部位を有
する。ダイオード３８および抵抗３９は、機能素子チップの一例である。
【０１３１】
　ワイヤボンディング用リード５９は、ワイヤボンディング用リード５１と同様の構成で
あるから、説明を省略する。ワイヤボンディング用リード５９とダイオード３８とに、ワ
イヤ４６１が接合されている。
【０１３２】
　半導体装置１０５においては、半導体チップ３１の主面電極３１１、および、抵抗３９
は、いずれも、導通部材４６２に接合している。このような構成によると、半導体チップ
３１および抵抗３９は、導通部材４６２を経由して互いに導通している。よって、半導体
チップ３１および抵抗３９を、半導体装置１０５の外部の配線等を経由して導通させる必
要がない。半導体装置１０５の外部の配線等を用いる必要がないと、半導体チップ３１と
、抵抗３９とを導通させる経路の配線抵抗および配線インダクタンスは、主に、導通部材
４６２の抵抗およびインダクタンスのみとなる。これは、半導体装置１０５が構成する回
路における配線抵抗や配線インダクタンスの低減を図るのに適する。したがって、半導体
装置１０５は、低消費電力化および高性能化を図るのに適する。
【０１３３】
　半導体装置１０５においては、主面電極３１２に接合されたワイヤ４６は、方向Ｚにお
いて、主面電極３１１に接合された導通部材４６２に重なる部位を有する。このような構
成によると、上述の実施形態で述べたのと同様の理由により、半導体装置１０５の薄型化
を図ることができる。同様に、ワイヤ４６は、方向Ｚにおいて抵抗３９と重なる部位を有
する。このような構成によっても、半導体装置１０５の薄型化を図ることができる。
【０１３４】
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　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明の各部の具体的な構成
は、種々に設計変更自在である。半導体装置が構成する回路は、上述のものに限られない
。当該回路は、たとえば、バッファ回路や３層モータであってもよい。本発明の機能素子
チップは、トランジスタやダイオードや抵抗の他に、コンデンサであってもよい。
【符号の説明】
【０１３５】
８０１，８０２　実装構造
８８１～８８８　ハンダ層
１０１～１０５　半導体装置
１０６　配線基板
２１，２２，２２ａ，２２ｂ，２３～２６，２８，２９　導電板
２１１，２２１，２５１　パッド部
２１２，２２２，２５２　中間部
２１６，２２６，２４８　穴
２１３，２２３，２５３　実装部
２１９，２２９，２５９　実装面
２２７，２３７，２４７，２５７　凹部
２３１，２３２，２４１，２４２　導電面
２３３　段差部
３１，３１ａ，３１ｂ，３２，３２ａ，３２ｂ，３３，３４　半導体チップ
３１１，３１２，３２１，３２２　主面電極
３１３，３２３　裏面電極
３８　ダイオード
３９　抵抗
４１１～４１８，４２１，４２２　導電性接合部
４６～４９，４６１　ワイヤ
４６２　導通部材
５１，５１ａ，５１ｂ，５２，５２ａ，５２ｂ，５３，５８，５９　ワイヤボンディング
用リード
５１１，５２１，５３１　パッド部
５１５，５２５，５３５　パッド主面
５１６，５２６，５３６　パッド裏面
５１２，５２２，５３２　中間部
５１３，５２３，５３３　実装部
５１９，５２９　実装面
７　樹脂部
７１　樹脂底面
７２　樹脂側面
７２１　第１部分
７２２　第２部分
７３　樹脂主面
８５１　第１中間品
８５２，８５３　第２中間品
８４１～８４５　リードフレーム
Ｌ１，Ｌ２　線
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